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PRED YONGRESCM V MADRIDU - 1983
(povzetek 1. in 2. obvestila)

Letos organizira Spansko vakuumsko drustvo
(ASEVA) v imenu Mednarodne vakuumske zveze
(IUVSTA) svetovni vakuumski kongres (zadnji
je bil pred tremi leti v Cennesu) in sicer v
Madridu, v National Conference Centre, v Zasu
od 26, septembra do 1. oktobra 1983.

Namen kongresa Je pripraviti veliko predsta-
vitev zadnjih doseZkov na podrofju vakuumske
znanosti in njene uporabe. Zaradi velikega po-
mena, ki ga ima to podrodje za splofnc znanost
in tehnologijo, so organizatorji razdelili kor
gres v sledece sekcije:



V. MEDNARODNA KON¥BRENCA O POVRSINAH TRDNIH
SNOVI

- sekecija o znanosti povrdin (88)

IX. MEDNARODNI VAKUUMSKI KONGRES

- sekcija o vakuumski znanosti in povr3inah (V3)

- sekcija o tankih plasteh (TF)

- sekcija o materialih za elektroniko (EMP)

- sekeija o fuziji (¥)

- sekcija o vzgoji v vakuumski znanosti in
uporabah (EVS) -

Da bi zagotovili najviSjo znanstveno in teh-
noloSko raven sta organizator in IUVSTA posta-
vila nadzorne komisije za vsako sekcijo. Le-te
usmerjajo, svetujejo in kreirajo znanstveni
slog kongresa; trudijo se, da bi bila zasedan-—
ja ¢imbolj polno Stevilna, ter da bi v vsaki
sekeciji sodelovali tudi visoko strokovni, po-
sebej vabljeni predavatelji. Prav zato je bilo
razposlanih Se okrog loo vabil. Organizirana
bodo tudi skupna zasedanja sekcij, ki imajo
skupno problematiko tako, da bo moZno &im laZ-
je kontaktirati medsekcijsko. UdeleZenci se
bodo lahko po Zelji vkljudili v katerokoli
skupino in se udeleZili kateregakoli zasedan-
ja. Yrganizatorji bodo pripravili tudi infor-
macijske sestanke oz. seminarje, kakr3ne bodo
zeleli udeleZenci.

Organizacijski komite je skrbno proudil tudi
ekonomsko stran kongresa in vpraSanje kotiza-
cije. Znatno pomod so prispevali razliéni fo-
rumi 3Spanske vlade. To je omogodilo, da se je
kljub inflaciji zadnjih treh let kotizacija

povedala samo za 15 % od one na zadnjem kongre-

su v Cannesu.

IstoZasno s kongresom bo velika razstava naj-
sodobne jSe opreme, instrumentov in naprav, na-
menjenin za delo na vseh podrodjih, katera bo
obravnaval kongres.

Uradni jezik bo angle3dina.

Organizacijski komite vljudno vabi k udeleZbi
in klide vsem:"Dobrodo$li v Madridu".

PREDVIDENI PROGRAM

V. MEDNARODNA KONFERENCA O POVRSINAH TRDNIH
SNOVI

£38) Znanost o povrSinah (Surface Science)

(88-1) Analize povr3in
(88-2) Strukture povriin
(88-3) Spektroskopija povrdin

(SS-4) Kinetika in dinamika na povriinah

(85-5) Elektronska struktura na povriinah

(85-6) Interakcija delcev s povriinami

(88-7) Temeljni pogledi na povriinske reakci-

Jje in heterogene katalizacije

(85-8) Termodinamika in statika povrdin

(55-9) Sti¢ne ploskve: trdnina-trdnina, trdni-
' na- kapljevina in kapljevina-plin.

IX. MEDNARCDKNI VAKUUMSKI KONGRES

(VST) Vakuumska znanost in tehnologija (Vacuum
Science and technology)

(V8T-1) Vakuumska merjenja

(Vs8T-2) Masna spektrometrija

(V38T-3) Vakuumska fizika

(VS8T-4) Priprava vakuuma

TVSP-5) Priprava vakuuma vkljudno z napravami
za fuzijo

(VST-6) Preizkulanje tesnosti in odpravlianje
lukenj

(V3T-7) Vakuumska metalurgija

(VSr-8) Vakuumska tehnologija pri procesin
plazme

(VST-9) Vakuumska tehnologija pri raziskovan—
Ju vesolja

(VST-lo)Vakuumska tehnologija pri jedrskih nap-
ravah (pospedevalniki)

(TF) Tanke plasti (Thin films)

(TF-1) Priprava povriin za nanos tankih plasti
(TF-2) Tehnike nanaZanja tankih pla
(TF-3)
(TF-4)
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(EMP)

Fateriali za elektroniko - predelava

in tehnologidje (Electronic materials

processing)

(EMP-1) Llitografija in prenos vzorca

(EMP-2) Interakcije curkov energije z materiali

(EMP~3) Suho jedkanje in karakterizacija plazme
(EMP-4) Tehnologije plazme in naprave

(EMP-5) Medsebojne povezave vedih plasti
(EMB-6) Sistem izolator - polprevodnik

£EMP-7) Polimeri

(BP-8) VeZplastni enojni kristali

(EMP-9) Gtrukture za elektronske in opto-elek-

tronske naprave



(EMP-lo) Prikazalniki

(B¥P-11) Analitski instrumenti s prostorsko
lo&l jivost jo

(EMP-12) PovrZinske analize

(F) Fuzija (Fusion)

(F-1) Nadrtovanje in konstrukeija velikih va=-
kuumskih sistemov za fuzijske naprave

(F-2) Crpanje pri fuzijskih napravah

(F-3) Merjenje tlaka v fuzijskih napravah

(F-4) PreizkuSanje tesnosti in odprava napak

pri napravah za plazmo

(F-5) Diagnostika plazme

(F-6) Interakcije plazma-stena

(F-7) Razvoj vakuumskih materialov

(F-8) Razvoj tarde za lasersko fuzijo

(F-9) Radiaktivni plini - rokovanje, shranje-
vanje in pridobivanje radiaktivnih pli-
nov

(F-lo) Tehnologija vbrizgavanja curkov nevt-

ralnih in negativno nabitih delcev
(F-11) Polnenje z gorivom
(?-12) Industrializacija fuzijske mo&i

IX. JUGOSLOVANSKI VAKUUMSKI KONGRES
(Obvestile Drudtva za vakuumsko tehniko SR Hr—
vatske, 4looo Zagreb, Berislaviéeva 6, SITH)

DruStvo za vak. tehniko SR Hrvatske in Organi-
zacijski odbor vas pozivata, da sodelujete na
IX. kongresu JUVAK-a, ki bo v Zagrebu 13.,

14, in 15.10.1983 in sicer: '

a) kot avtorji referata
b) kot razstavljalci vakuumskih naprav in teh-
nologij

Problematika vakuumske tehnike je vse bolj
prisotna tako v dandana3njih znanstvenih raz-
iskavah, kakor tudi v praksi-v razliénih vejah
industrije. Posamezni pomembni postopki mnogih
modernih tehnoloSkih procesov se odvijajo v
vakuumu in prenekatere sodobne proizvodnje si
brez valuuma - ali grobega ali ultravisokega

- pravzaprav ni ve¢ moZno predstavljati. Prav
tako je treba poudariti, da je optimalna upo-
raba vak. tehnologije mogofa samo ob poznavan-
Ju rezultatov najnovej3ih raziskav predvsem na
podrocju meritev in regulacije vakuuma.

Ce spremljamo vakuumsko problematiko, lahko
ugotovimo, da praktiéno vse vak. tehnologije

v proizvodnji bazirajo na uvoZeni opremi. Prav
ta odvisnost od uvoza pa za mnoge potencialne
uporabnike vakuumske tehnike predstavlja mejo,
na kateri se zalne razvoj zaustavljati. Ob dej-
stvu, da je ena osnovnih prizadevanj nafe drui-
be, da se maksimalno opremo na lastne modi,
moramo za reSevanje problemov, ki se pojavlja-
jo pri vakuumskih tehnologijah, zainteresirati
¢im vedji krog domadih znanstvenih, projektant-
skih in proizvodnih delovnih organizacij.

Prav vsak korak storjen v tem procesu je veli-
ka pridobitev, kajti reSevati probleme na pod-
rodju vakuumske tehnike z uvoZeno opremo Jje ze
lo drago. Mislimo, da nismo nerealni v oceni,
da lahko mnogo kompliciranih vakuumskih postro
jenj izdelamo kvalitetno tudi doma in da mora-
mo gojiti Zeljo,da iz uvoznikov vakuumskih tenh
nologij postanemo tudi izvozniki. Za to ¥e se-
daj obstajajo nekatere tehnolodke mo’nosti na-
Se industrije.

Ob uvajanju lastnega inZineringa pa bo treba
tehtno premisliti,ali je upravideno ocsvajati
prav vse komponente posameznih vakuumskih sic
temov, kajti obifajno je cena komponent man;si
del cene celotnega sisfema; ostalo pa je "pa-
met",

Kongresne teme so predlasane tako, da se vzpod-

budi in konkretizira dejavnost, ki smo 3o rav-

nokar nakazali, razdelimo jih pa lahkc na Sti-

ri skupine:

a) Znanstveno-raziskovalna dela s podrodja
fizike valuuma

b) Raziskovalna in strokovna dela s podrodja
vakuumske tehnike in tehnologije,

¢) Dela s podrodja proizvodnje, uporabe in
servisiranja valkuumskih komporent in naprav,

d) MoZnosti projektirangja proizvodnje in iz-
vedbe kompleksnih vakuumskih sistemov za
domado industrijo.

Te teme se bodo obravnavale v treh grupah in



sicer:

I. grupa - Oprema za doseganja vakuuma, merit-
ve in regulacija vakuuma

II. grupa- Vakuumske tehnologije s poudarkom
na problemih-vezanih na vakuum pri
teh tehnologijah

III. grupa-Kompletni vakuumexl sistemi za
elektroindustrijo, elektronsko-
-kemiéno-tehnolodko in farmacevt-

sko industrijo, za medicino, za

znanstveno-tehniéna dela, itd.

Za laZjo predstavitev predloZenih tem navaja-

mo nekaj podroéij, kjer Jugeslovani uporablja-
mo vakuumske tehnologije z uvoZeno opremo ali

komponentami:

Kemijsko procesna industrija

- vak. aparati za molekularno destilacijo in
rektifikacijo,

- vak, sublimacijske naprave za suenje,

- vak. metalurgija in procesi obdelave kovin,

- indukcijske, upornostne in oblodne vakuumske
pedi za taljenje specialnih visoko legiranih,
nerjavnih, superdistih kovin, ter za ulivan-
je izredno natandnih oblik brez naknadne ob-
delave,

- vak. pedi za taljenje kovin z elektronskim
bombardiranjem,

= termidna obdelava kovin v vakuumu (kaljenje,
Zarjenje ...)

- sintranje kovin v vakuumu,

- ragplinjevanje kovin v vakuumu,

- varjenje kovin v vakuumu,

- nana3anje tankih plasti kovin v vakuumu z na-
menom povelanja odpornosti proti obrabi (in-
dustrija rezilnega orodja in okrasnih, ter
nerjavnih prevlek v industriji ur ali nakita,

Elektro in elektronska industrija

- vak. naprave za proizvodnjo izvorov svetlobe,
- vak. naprave za proizvodnjo elektronskih ce-
vi in katodnih cevi za barvno in &rno-belo

televizijo,

-~ vak. naprave za nanaSanje tankih plasti za
proizvodnjo polprevodnikov, mikrosestavov in
integriranih vezij ...

Optiéna industrija

- visokovakuumske naprave za proizvodnjo tan-
kih plasti na objektivih, reflektorjih za
hladno svetlobo, stekla za ofala z razliéno
zatemnitvijo, optiZni filtri za svetlobo.

Medicina, biologija, farmacevtska in prehram-
bena industrijia

- elektronska mikroskopija,

- naprave za pripravo medicinskih in bioclo&-
kih poizkusov z elektronskim mikroskopom,

- vakuumske inStalacije v bolniecan,

- liofilizacija.

Analitika

- naprave za analizo povr3ine in povriinskega
stanja,

- Visokovakuumske neprave za analizo onesnaZe-
nosti okoliSkega zraka.

Tehnologija nizkih temperatur

- nizkotemperaturne vakuumske izolacije
Navedli smo samo nekaj podrodij uporabe z na-
menom, da pokaiemo,kako in kje je zastopana
vakuumska tehnologija v nadi industriji, z dru-
ge strani pes da zainteresiramo delovne organi-
zacije strojegradnje, elektroindustrije, kemij-
sko tehnoloSke strojegradnje in procesne indus-—
trije za vkljufevanje v program osvajanja vaku-
umske tehnologije.

Se enkrat vas vabimo, da se udeleZite kongre-
sa in sicer:

- 5 strokovnimi referati s tematiko iz podro-

€ij, ki so bila navedena

- S sodelovanjem v razpravah

- 7 udeleZbo na razstavi na temo vakuumske
tehnologi je

Pripravili smo razstavni prostor, kjer bo lah-
ko vasak tuj in domad udeleZenec prikazal svoje
izdelke in dose?ke na podrofju vak. tehnike in
tehnologije (tudi v reklamno-komercialnem smis-
lu). Razstavljalci bodo lahko svoje proizvode
predstavili tudi na panojih
diapozitivi,

ali pa 8 filmi in

Prijave za sodelovanje na kongresu z refera-
ti, kot tudi zahteve za razstavni prostor, pro-
simo,dostavite ¢im preje Organizacijskemu od-
boru IX. kongresa JUVAK-a, da bo lahko pravo-
¢asno pripravljeno vse, kar je potrebno za us-
peSen potek kongresa.

- Kotizacija za udele?bo na kongresu zna3a
2.000.- din

- Prijave za razstavo in reklame za zbornik se
sprejema do 1.5.1983

- V Zasu kongresa bo v Zagrebu tudi ob&ni zbor
(plenum) JUVAK-a in ob&ni zbor Druitva za
vakuumsko tehniko SR Hrvatske



- Referati bodo tiskani v Zborniku kongresa

- Naslov za kontaktiranje:
Organizacijski sekretar:
mr, Dubrovko Birt, dipl.ing.
RO "RADE KONCAR - TRANSFORMATORI"
41090 Zagreb, Samoborska b.b.
tel. (o4l) 574-285

- Pomembni datumi:

-~ Predhodna prijava «- 1.3.,1983
- Drugo obvestilo 1.4.,1983
- Prijava za razstavo 1.5.1983
- Prijava za sodelovanje

in prodajo &lankov

(referatov) 1.6,1983
- Cbvestilo, da so refe-

rati sprejeti 1.7.1983
- Tretje obvestilo in

konéni program 1.9.1983

"SnO, - nSi" 30NCNE CELICE

Uvod: Obdobje hitrega razvoja, ki je temeljilo
na ceneni energiji je minilo. Xer btomo klasié-
ne fosilne vire energije slej ali prej izfrpa=.
1li, ali pa bo njihovo nadal jnje pridobivanje
predrago, se je treba ozreti za drugimi, obnov-
ljvimi viri energije. Eden izmed takih virov

so sonfne celice, ki pretvarjajosvetlobno ener-
gijo v elektrifno z izkoristkom reda velikosti
lo - 154, Ker pade na 1 m® maksimalno 1 kW mo-
i sonfne svetlobe, je jasno, da bi %e danes
lahko velkratno pokrili vse energetske potre-
be cloveStva s sondénimi celicami. Poleg te svo-
Je zmoZnosti pokritja energetskih potreb pa
imajo Se nekatere dodatne prednosti. Te so:

1. To je mehka energija, dela tiho in brez
polucij, trajno in zanjo ni treba skrbeti
2. Omogola decentralizacijo virov energije,

Uporablja se neposredno pri potro3niku, soné-
ne celice postavimo na streho ali kako drugo
druga®e nekoristno povriino. 5 tem odpadejo
izgube pri transformaciji in prenosu energije
od ve® loo km oddaljenega vira enercgije do
potrodnika. Hkrati pa omogoa samostojno in
neodvisno napajanje potrodnika, kar je poseb-
ne pomembrnio ob razpadu energetskega sistema
zaradi pomanjkanja, naravnih katastrof ali
vojne. Glavna ovira za razmah son®nih celic

Jje njihova predraga izdelava. Ena od moZnosti
za pocenitev so 5n0,-5i0,-n Si son®ne celice,
ker jih je mogole enostavno narediti ob majhmi
porabi energije, nkrati pa je mo¥nc, da dose—
7ejo celo malo vedje izkoristke kot do sedaj
uveljavljene s termi&no difuzijo izdelane son-
&ne celice,

Prednosti teh SIS (semiconductor-insulator-
-semiconductor) son&nih celie pa so sledede:

(1)zahtevajo manjSe Etevilo delovnih postop-
kov, to so: &iilenje, oksidacija, prienje,
metalizacija, (2) nizko temperaturna izdelava
(400°C), (2) vrhnji polprevodnik, ki je dege-
nerirani oksid z energijsko reZo ved kot 3 eV,
deluje kot okno za sondni spekter, (4) vrhnja
plast ima refleksijski indeks 2, kar pomeni
da deluje kot antirefleksni sloj, (5) problem
neskladja kristalnih struktur obeh polprevod-
nikov je reSen z uvedbo tankega sloja SiCX.
(6) daje viZjo zaporno vifino kot heterospoi-
polprevodnik-polprevodnik.
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51.1. Plasti, ki sestavljajo na%o sonfno
celico (ni v merilu)



Eksperimentalni postopek: Za substrat smo vze-
1i Wackerjev hiperpurefloatzone Si-mornokristal
s spec. upornostjo 15tem, orientacijo lou,
debelino 575 um, in na eni strani gladko po-
liran. Originalno Si-ploifico premera lo cm
smo razrezali na manjSe koSfke povriine 2 x
2 cm2. Te naSe bodofe substrate smo 1 min Jjed=-
kali v lo% HF in nato 3 x sprali v deionizi-
rani vodi. Vodne kapljice smo spihali z Ng.
Nato smo rezine oksidirali (sl. 2.) in sicer
tako, da smo jih dali na vrodo plo3Zo pod Sl. 4. Razpored kontaktminh prstov na eni
nafih sondnih celic
%

I Meritve: Sonfne celice smo merili pod simulira-

no AMl (air mass 1 = son®na svetloba opoldne
na ekvatorju = loo mw/cma) svetlobo, ki smo jo
dobili s halogenske luéjo in vodnim filtrom.

5, plotticc Svetlobni tok smo umerili s referendno sondno
P&e?s Sﬁekﬁp_ celico Solarex. Rezultati za najboljSo sonfno
[ - Kovinalci plonces, celico Wlo so: I_, = 130 mA (kratkostidni tok)
[ ! L] (celotna povr3ina), ¥F = 0,68, U, = 593 nV,
[ U,e = napetost odprtih sponk,-” = 13,11 %.
_| F-ﬁyvnavqguﬁ;ﬁgr Pri celic W6 smo dobili napetost Se vidjo
. 430°c Uye = 622 mV z prvo vrednostjo ob zaetku me-
Kuberiruk Termoelemert

ritve na digitalnem nanovoltmetru Keitley
634 mV, kratkostiéni tok je bil isti kot pri
31l.2. Cksidacija Si rezine W lo, vendar je FF bil manj3i zaradi tanjse
metalizacije. ViZja napetost je bila posledi-
ca tega, da nismo waferja prijemali s pinceto

stekleni zvon, v katerega smo vpihavali 02. direktno, temvel za ko3fek, ki smo ga kasneje
Piroliza je potekala s prSenjem raztopine odlomili,
SnCl, na 400°Cogret substrat. Nosilni plin je N
bil N, s pretokom 5,6 1/min. Pri tem je bila %
vazna ¢istost bufke in sveZina razstopine. Ml
Btarej3a raztopina je postala rjavkaste bar- Jf‘
ve, verjetno zagadi vpijanja vlage iz ozra®ja. 0
Sonfne celice naréjene iz te raztopine so 21
imele precej niZji FF (£ill faktor = polmnilni il
faktor), kar ka’e, da je upornost plasti na- 521
rastla. V vakuumskem sistemu g turbomoleku- 24
larno &rpalko s tlakom 5,3 ., 10~ mbar smo i
naparili 8co A (= 8.lo" /um) Ti in 1/um Ag PR s Sl
(sl. 3.). Sprednjo stran smo naparili skozi
Ni kovinsko masko, katero smo tesneje stisni-
1i k celici z magnetom. Tako smo dobili prste Slika 5.: I-U karakteristika sonéng celice W lo.
z debelino 0,1 mm in vmesno razdaljo med pr- Celotna povriina je 4 cm® aktivna pa
sti 0,85 mm 3,2 cn®. Simulirana sonZna svetloba
loo mi/cn® s halogensko 1ludjo in
- vodnim filtrom
7773 NN ~ \
TN
él Tokovna gostota za celotno povriino je 32,5
‘ o ———Ag mi/em” in za aktivno povriino 37,2 mA/cm”. Raz-
- \;&::f; T W lodce logi za tako velike tokove in napetosti so
naslednji. Na sprednji strani je uporabljen
51.3. Naparevanje rezine SIS (semiconductor-insulator-semiconductor)

kontakt. Ta ima znane dobre lastnosti: izbolj-



San kvantni izxoristek pri kraj3ih valovnih
dol#inah, ker nima mrtve plasti tik pod povr-
5ino; Sn02 plast deluje kot antirefleksni sloj
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Slika 6.: vemna I-U karakteristika son&ne celi-
ce Wlo: J,y = E:.la::'5 A/cma, ny= 5,47
g5 = 2,5.1071 A/en, n, = 1,11,
n, smo izmerili iz Isc'uoc pri raz-
liénih svetlobnih intenzitetah Jo2
pa iz enalbe Jsc- J0 exp (%_Egé_)
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Slika 7.: Spektralna obdutljivost son®ne celice

in hkrati inducira p-n spoj v siliciju ne da
bi se ga sploh dotikala, tanka Si02 plast nev-
tralizira rekombinacijske centre na povr3ini
Si, nobena od teh dveh plasti ne absorbira fo-
tornov. Naslednji razlog Jje dober kristal. Na
povrSini je mehansko poliran in orientacije
(1,0,0). 3 tem je hitrost povrSinskih rekombi-
nacij zmanjSana na minimum. Znano je, da ima
orientacija (1,1,1,) nesajkrat ved rekombina=
cijskih centrov na povr3ini. Stem smo poveda-
1i napetost odprtih sponk.

~3

L]

Sonfne celice,ki smo jih izdelali na trbovel j-
skih kristalih z upornostjo o,4.lcm, orienta-
cijo (111) in povrdino 18 cmg, so dosegle naj-
veé 540 mV,., Debelina kristala 575 ,um je necbi-
éajno velika in omogoa absorbeijo dolgovalov-
ne svetlobe, ki bi sicer neovirano presla kris-
tal, Difuzijske dol%ine in Zivljenska doba v
tem posebej obdelanem kristalu so velje kot
obilajno. Pri naZem postopku izdelave sonéne
celice pregrevamo kristal %o min na 4%0°C, %ar
deluje ugodno na Zivljensko dobo manjSinskih
nosilcev naboja. Na sliki 7., Jje prikazana
spektralna obfutljivost povrsine
na Wackerjevem kristalu in ima v

sonéne celice
primerjavi z
sonénimi celicami na drugih kristalih (Trbov-
lje, IHTM Beograd, Topsoe) izboljSan kvantni
izkoristek v infrardedem delu spekta. To kaZe
na daljSo difuzijsko dolZino manj3inskih no-
silcev naboja in znasa pribliZno 125 mum. Hkra-
ti pa lahko kaZe na delovanje odboja na zad-
njem negativnem MIS (metal insulator semicon-
ductor) kontaktu, ki deluje kot odbojna zapo-
ra za manjSinske naboje, velinske pa neovirano
prepulda. litrost povrSinske rekombinacije se
zmanjSa z izbirokovine z najniZjim izstopnim
delom, naslednja primerna kovina za lg pa Je
Ti. Na polnilni faktor FF vplivata serijska
(Ra) in paralelna (Rsh) upornost, katere smo
dolodili iz temne in svetle karakteristike:

Rs = 0,6P40 in Rsh = 4o00..c, Celica s &4 cm2 po-
vriine se dokaj optimalno izogne obema vplivo-
ma in je padec zaradi serijske upornosti 2,5%
izkoristka, pri paralelniﬁupornoati pa se prak-
tiédno ne pozna. Pri 18 em“ velikih celicah pa
se serijska upornost Ze molno pozna in FF pade

W
Iy o=

na 0,5, deprav I, in U, doka;j ohranita.

= 0,64 in R, = 0,425L pa smo dobili z napare-
vanjem debele plasti Cu, ki se tudi bolje op-
rime titana, vendar so bile napetosti %o - 4o

mV niZje.

Zakl juek: Dobili smo SnCe/nSi sonéno celico

z 13,11 % izkoristkom na celotni povrEini in
15% na aktivni povr3ini. Ce bi wvzeli posamez-
ne najboljSe vrednosti bi imeli izkoristek
16,04 % na aktivni povr3ini in 14 ¥ na celotni
povrsini, TIzboljSati bi se dalo z dopiranjem
5n0, z Sb ali F, da bi se zniZala plastna upor-
nost ali pa z uporabo silicijeve maske z ved-
Jo gostoto prstov, Namesto Ti je bolje upora-
biti Mg, za reflektor Al in za prevodno kovi=
no Cu. Na sprednji strani se lahko izboljSa
I 2 nazobiano povriino. Nova pa je moZnost
dvojne (zloZene) celice z naparevanjem polpre-
vodnika Cd3e z 1,7 eV na Sn0, in izvedbo MIS
kontakta na CdSe z zgornjo masko. Teoretifni
izkoristek te celice je 324.

Milan Tasevski, dipl.ing.
IEVT, L;jubljana



KOLEDAR POMEMBNIH VAKUUMSKIH PRIREDITEV

18, - 22.4,85

Mednarodna konferenca o metalurfkih prekritjih;
Holiday Inn v Embarcadero, San Diego, Califor-
nia, ZDA

19.4.83

Simpozij: Vakuumske tanke plasti - merilne me-
tode in izvori, Ljubljana; Drudtvo za vakuums-
ko tehniko Slovenije, IEVT in Leybold-Heraeus,
Predavanja bodo na Kemijskem indtitutu B. Kid-
ri¥ v Ljubljani s prietkom ob 8.2° uri

25, = 27.4.83

XI. jugoslovansko posvetovanje o mikroelektro-
niki, (MIEL 83), Zagreb

Informacije: P, Tepina, Elektro tehnidka zveza
Slovenije, Titova 50, Ljubljana, tel.: 316-886

28. in 29.4.83

savetovanje o primeni vakuuma u tehnologiji
materiala, Beograd, Srbsko vakuumsko dru3tvo,
Informacije: dr. Branislava Perovié, Institut
B. Kidri&, Vinda

26. - 29.4.8%

26. Tehnidna konferenca Drustva izdelovalcev
vakuumskih prevlek; The Westin Hotel, Chicago,
Tllinois, ZDA

26. - 28.5.83

IV. jugoslovanski simpozij o elektronski mikro-
skopiji (JUSEM-83), Kranjska gora; Druitvo za
elektronsko mikroskopijo, Ljubljana, Lipideva 2

12. - 17.6.83

8. jugoslovanski simpozij o elektrokemiji,
Dubrovnik; Informacije: Katedra za fizikalno
kemijo, SneZniska 5, Ljubljana, tel.: 224-215
ali 212-431

8. - 12.8.83

7. mednarodna konferenco o fiziki ultraviolet-
nega sevanja v vakuumu, Jeruzalem

5. = 9.9.83

5. sredozemska konferenca o medicinskem in bio-
loSkem inZineringu; PortoroZ, Jugoslovansko
drustvo za medicinski in bioloZki inZinering
(YSMBE) in InZtitut Jo¥ef Stefan, Ljubljana
Jamova 39

2. a Q.g.“?
11. evropska konferenca o kontrolirani fuziji
in o fiziki plazme, Julich, Zahodna Nem&ija

12, - 16.9.83

7. simpozij o ionskih izvorih in tovrstnih
tehnologijah ter 4. mednarodna konferenca o
ionskih in plazemskih tehnikah, Kioto; Labora-
torij univerze v Kiotu za preizkudanje in raz-
voj naprav z ionskim Zardéenjem; Yoshida-Honma-
chi, Sakyo-ku, Kioto 606, Japan

18, - 24,9.83

2. mednarodna letna Zola o tankih plasteh,
Fonyod pri Blatnem jezeru (MadZarska); organi-
zira jo Sekcija za fiziko tankih plasti in va-
kuumsko fiziko pri Roland EBtwbs Society -
BudimpeSta v sodelovanju z Odborom za tanke
plasti pri IUV3TA

26.9. = 1.10.83

IX. mednarodni vekuumski kongres in V. medna-
Todna konferenca o povriinah trdnih snovi, Mad-
rid, ﬁpanija, Upansko vakuumsko druitvo v pove-
zavi z mednarodno vakuumsko organizacijo IUVSTA,
Informacije: v Jugoslaviji dr. Gasperil JoZe,
IEVT, Ljubljana, Teslova 3o

5. - 4.,10.83

XIX. jugoslovanski simpozij o elektronskih ses-~
tavnih delih in materialih, Ljubljana, GE,
Strok. sekcija za elektronske sestavne dele,
mikroeirektroniko in materiasle (3SESD) pri Ju-
goslovanskem zdruZenju za ETAN in Elektroteh-
niska zveza 3lovenije (ob razstavi Elektrori-
ka-83% na GR)

lo. = 12,10.8%

Mednarodni industrijski seminar o izlku®njah
pri uvajanju novih proizvodnih procesov - tal-
Jenje in procesna tehnologija; Hilton Head,
South Carclina; Odsek za vakuumsko metalurgijo
pri AmerisSkem vakuumskem drudtvu ZDA

15. = 15.10.83

IX. jugoslovanski vakuumski kongres, Zagreb,
DruStvo za vakuumsku tehniku Hrvatske, Fakul-
tet strojarstva i brodogradnje, Zagreb in SOUR
"Rade Kondar", Zagreb

Informacije: Dubravko Birt, dipl.ing.

RO Rade Konfar, Transformatori, 4lo9c Zagreb,
Samoborska b.b.



22, - 24,11,83

%. mednarodna konferenca o kvalitativnih anali-
zah povrsin; Teddington, Middlesex; Anglija

6. = 9.12.83
Mednarodni simpozij o vakuumskih tehnologijah

in uporabi jedrske energije, Bombay, India,
Indijsko vakuumsko drustvo, dr., P, Vijendran
in dr. 8.R. Gowariker, c/o Technical Physics
Division - Bhabha Atomic Research Centre,
Trombay, Bombay 400085, India

VABILO NA SIMPOZIJ

Drustvo za vakuumsko tehniko Slovenije, InSti-
tut za elektroniko in vakuumsko tehniko, Ljub-
ljana in proizvajalec vakuumske opreme iz ZRN,
Leybold-Heraeus, organiziramo enodnevni sim-
pozij:

VAKUUMBKE TANKE PLASTI-MERILNE METODE IN SODOB-
NI IZVCRI

Simpozij bo v torek,19.4.198% v veliki preda-
valnici Kemijskega in3tituta Boris Kidrid,
Hajdrihova 19, v Ljubljani. Prifetek simpozi-
ja bo ob 830 uri. Predavanja strokovnjakov
Leybold-Heraeus bodo v nemdkem jeziku in ko-
mentirana v slovensS¢ini. Kotizacije ni.

Progrom:
87° - 9%°  yyod

99° - 10°° Meritev debeline tankih plasti

s tehtnico na kremernov kristal

10°° - 11°° pNeritev debeline tankih plasti
g fotometrom

11%° = 112°  odmor

11%° = 122°  Naparevanje tankih plasti z
elektronskim snopom

1220 - 1320 Magnetronske katode za velike

hitrosti naprevanja in njiho-
vo elektriZno napajanje

Vljudno ste vabljeni vsi, ki vas predavanja
zanimajo. Informacije daje org. odbor (Zalar,
Pregelj, Kalan), tel. 267-341, Teslova 30,
Ljubljana.

Drustvo za vakuumsko
tehniko Slovenije

POSVETOVARJE C UPORABI VAKUUMA V TEHNGLOGIJI MATERTIAICY
- prevod 2. obvestila

Drustvo za vakuumsko tehniko Srhije in Tn¥ti-
tut za materiale’InStituta za jedrske vede Bo-
ris Kidri®'v Vin%i organizirata 28, in 29, ap-
rila 1983 posvetovanje 2z zgornjim naslovom in
sicer v Beogradu v prostorih Zveze strojnih in
elektrotehniSkih inZenirjev in tehnikov Srbije,
Kneza MiloS8a 7 a/III, s prifetkom ob &, uri.

Vakuumski postopki se dandanes vse pogosteje
uporabl jejo za pridobivanje in obdelavo mnogih
materialov, v veliko primerih pa so sploh edi-
na mo%nost. V naSi drZavi v razli&nih gospodar-
skih panogah Ze obstojajo industrijske naprave
za proizvodnjo in obdelavo materiala v vakuu-
mu: metalurgija, elektronska in elektroindus-
trija, procesna industrija, itd.

Vzrok za tolikden prodor vakuumskih postopkov
v podrodje tehnologije materialov so velike i:
vedno vedje zahteve, ki jih materialom postav-

ljajo tako klasiéne kot moderne industrije:

od elektroenergetike, strojegradnje, kemijske,
avtomobilske in elektronske industrije do nuk-
learne, letalske in raketne tehnike. Vedno ver
Je tudi potreb po materialih, ki so izredno
&isti in dobro odgovarjajo razlifnim izjemnim
zahtevam in obremenitvam. Pridobivanja takih
specialnih materialov in njihove predelave v
kon&ne izdelke ali le oplemenitenja materia-—
lov in njihovih povriin s tankimi plastmi do-
lofenih lastnosti si brez vakuuma sploh ni
mozno zami$ljati.

Cilj posvetovanja je, da se na njem sredajo



strokovnjaki iz industrije, iz znanstveno-raz-
iskovalnih imititutov in fakultet, ki jih za-

nima tovrstna tematika, da izmenjajo svoje iz-
kuinje in da tako priﬁomorejolc Se Zirsi upo-

-~abi te tehnologije v jugoslovanskem gospodar-
stvu in znanosti.

Izmed Ze prijavljenih referatov naj nadtejemo
nekaj zanimivih:

- M. Gligié, B. Lukié, Institut za nuklearne
navke "Boris Kidrid&", Vin&a
TUBIJANJE I PRERADA SUPERLEGURA U VAKUUMU

- D. Pihura, MetalurZki institut "Hasan Brkié"
Zenica,
PRETAPANJE METALA U VAKUUMSKOJ PECI ELEKTRON-
SKIM SHNOPOM

A. Valdié, TehnoloSko-meraluriki fakultet,
Beograd
RAST KRISTALA PO METODI BRIDZMANA

- T. Nenadovié, T. Dimitrijevié, M. Milié,
M. Milosavl jevié, Institut za nuklearne nau-
ke "Boris Kidri&", Vin¥a

DOBIJANJE UGLJENICNIH MATERIJALA HEMIJSKIM
DEPCNCVANJEM IZ PARNE FAZE

- J. Holc, Institut "JoZef Stefan", Ljubljana
SINTRANJE SmCo5 MAGNETOV

VABILO FA XIX. JUGOSLOVANSKI SIMPOZIJ O ELEKTRONSKIH SESTAVNIH DELTH TN MATERIAT

Strokovna sekcija za elektronske sestavne dele,
mikroelektroniko in materiale - 33E3D pri Ju-
goslovanski zvezi za ETAN, ki ima svoj sedei

v Ljubljani, organizira Ze vrsto let skupaj z
ElektrotehnisSko zvezo Slovenije ob razstavi
elektronike na Gospodarskem razstavi3éu v Ljub-
1ljani simpozi]j o elektronskih sestavnih delih
in materialih.

V éasu od 3.lo do 4.10.1983 bo v Ljubljani Ze
LTX. Jugoslovanski simpozij o elektronskih ses-
tavnih delih in materialih,

Letosnji simpozij bo poudaril obravnavo prob-
lematike elektromehanskih sestavnih delow,
hkrati pa bo enako kot vsako leto obravmaval
tudi ostale elektronske sestavne dele in mate-
riale: aktivne in pasivne, integrirana vezja,

lo

L. Blagojevié, Institut za nuklearne nauke
"Boris Kidrié", Vinca
PRIMENA VISCKOG VAKUUMA U REAKTORSKOJ TEHNICI

T. Nenadovié, N, Bibié, N. Kraljevié, ¥. Spa-
Institut za nuklearne nauke "Boris Kid-
rié", Vinda

PRIMENA ELEKTRONSKIH SNCPOVA ZA KARAKTERIZA-
CIJU MATERIJALA

sié,

- B, Perovié, Institut za nuklearne nauke "3o-
ris Kidrié", Vinda
ANALIZA POVRSINA POMOCU JONSKIH SKNOPOVA

- L. Tanovié, Elektrotehnilki fakultet, Sara-
Jjevo
REGULARNC HRAPAVE METALNE POVREINE SA OSCBI-
NOM SELEKTTVNE REFLEKSIJE SVJIETLOSTI POIZ-
VEDENE JONSKIM BCMBARDCOVANJEM

- J. Gvozdenovié, V., Lazié, M. Curakovié,
I. Vukovié, Tehnolod3ki Fakultet, Novi Sad
ISPITIVANJE PRCPUSTLJIVOSTI POLIETILENSKOG
FILMA RAZLICITIH DEBLJINA VAKUUMSKOM ﬁETG—
DOM PO LYSSY-U

- T. Jokié, Z. Jurela, B. Gonecié, Institut za
nuklearne nauke "Boris Kidrid", Vinda
VAKUUMSKA CBRADA ELEKTROLITICKIH DEPOZICIJA

IR 8T1=83

iretvornike fizikalnih weliin v elextridne
7

instrumente, stikala, kable, Zice, ter mat

ale,ki se uporabljajo pri proizvodnji e

skin sestavnih delov.

Ker menimo, da je simpozij s svojo Siroko te-
matiko zanimiv tudi za strokovnjake s podroéja
vakuumske tehnike, objavljamo nekatere splodne
informacije za tiste, ki bi %eleli sodelovati
z referatom ali kot posluSalci. Za prijavo in
oddajo referatov so dolodeni naslednji roki:

- prijava in kratka vsebina do 15. aprila 1983
- potrditev 15, maj 1983

- referat do 31. avgusta 1983

- prijava udeleZbe do lo. septembra 1683

Tekst referata vkljudno s slikami in tabelami
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naj ne presega 0,5 avtorske pole. tel. (ofl) 316-886,

za udelezbo.

ki tudi sprejema prijave

Vse nadaljnje informacije daje: Elektrotehnif-

Alojzij Keber, dipl.ing.
ka zveza Slovenije, 6looo Ljubljana, Titova 5o,

SSESD, Ljubljana

KRATKE NCOVICE, OBVESTILA 1N ZANIMIVOSTI

- V BiHE se resno pripravljajo na ustanovitev - V sredo 11. maja ob 19" prireja nale drultvo

vakuumskega drustva. Iniciator je prof. dr.
D. Cajkovski iz In3tituta za fiziko, Saraje-
vo. To druStvo bo rorej detrti #lan JUVAK.

Med #lani razliénih komitejev mednarodnega
vakuumskega kongresa v Madridu sta tudi dva
Jugoslovana in sicer: V komiteju sekcije za
fuzijo je med lo strokovnjaki z vsega sveta
dr. Boris NovinSek z Instituta JoZef Stefan,
¢lan odbora zma dopisovanje pa je dr. JoZe
Gasperid z Instituta IEVT,

Tedaj "Tanke vakuumske plasti"je kljub pri-
zadevanjem druStva e vedno v pripravi. Va-

rok je v tem, da niso Se spisani vsi pris-

pevki, ki bodo sestavljali skupno dogovor-

Jjenc vsebino tedaja in kasneje tudi zborni-
ka predavanj. V zadetku priprav (od takrat

Je Ze eno leto) so sicer vsi bododi avtorji
pristali na sodelovanje in rok oddaje okrog
3> mesece, sedaj pa ...

Sodelovanje z urednistvo SSESD; 14,3.83 smo

se na kratkem pagovoru na IEVT sestali pred-
stavniki Strokovne sekcije za elektronske
sestavne dele, mikroelektronike in materiale
(38E3D) in Drudtva za vakuumsko tehniko Slo-
venije (DVTS): Keber Alojz, mgr. Slokan,

dr. Gasperil Jo#e, mgr. Zalar Anton in Pre-
#elj Andrej. Dogovorili smo se, da bomo po-

izkuSali sodelovati na podrodju obve3fanja
svojih &lanov in tehniZne javnosti o svojem
delovanju, Za zaletek bo to izmenjava izku-
Senj pri izdajanju na%ih dveh glasil (Infor-
macije SSESD in Vakuumist), ter izmenjava
razlifnih obvestil oziroma novic, pa tudi
prispevkov za ti dve glasili.

veder strokovmnih diapozitivov z naslovom
"Sorpcijske &rpalke". Tema in material zanjo
sta vzeta iz vzgojnoizobraZfevalnega paketa
287 diapozitivov IUVSTA. Predstavljera bi
morala biti Ze 24,11,82, vendar je tokrat
prislo do zamenjave in to zanimivo podrodje
bo Sele sedaj prvid prikazano pri nas. Ve-
Zer bo pripravil Erjavec Bojan, dipl. ing.

iz IEVT-a s sodelavci in sicer v KnjiZnici
IEVT, Teslova 3o, Vabljenil

Dne 7.4.83 je bila v prostorih Elektrofakul-
tete javna predstavitev raziskovalnih doseZ-

kov v projektih "Profesionalizacija elemen-
tov za elektroniko" ter "Mikroelektronika ir
gradniki vezij". Avtorji posterjev so bili

sodelavel sledeéih raziskovalnih organizaci]
In¥titut JoZef Stefan, Indtitut IEV?, Iskra
IEZE, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljan:
Metalurski inStitut Ljudljana in VTE b 1
Predstavitev je bila v obliki posterj

Namen predstavitve je bil informiranje &i
Sega kroga uporabnikov ¢ rezultatih razisko-
valnega dela, koristna pa je bila tudi za
izmenjavo informacij med izveajalci oziroma
raziskovalci.

Nekoliko Je zbodla skromna udeleiba s strani
uporabnikov. Zato bo na pobudo predstavnikov
Iskre v juniju ponovitev predstavitve v pros
torin Iskre v Ljubljani in pozneje verjetno
Se v Kranju.

V. Vardjan

Na zadnji seji I0 JUVAK v Zagreou, 6.-,1983,
smo najved govorili o pripravah na IX. va-
kuumski kongres, ki bo v Zagrebu od 13. do
15. oktobra 1983, Do sedaj je prijavljenih
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le 59 udelefencev. Opazili smo veliko neres-
nost znanih in priznanih strokovnjakov-vaku-
umistov, predvsem z inStitutov, ki %e niso
poslali preliminarnih prijav. Samo kot po-
sebnost tega kongresa: referati tudi na pos-
terjih, ter posterji konstrukterjev. Slednji
bodo z risbami predstavili originalne kons-
trukcije elementov. Kot novost lahko smatra-
mo tudi tri okrogle mize: problemi izkoris-
fanja in vzdrZevanja vakuumske opreme, prob-
lematika projektiranja, proizvednja in pro-
daja vakuumske opreme ter vlaganja v skupne
projekte z inozemskimi partnerji. Drugo in-
formacijo o kongresu boste prejeli 3e ta me-
sec.
J. Gasperid

Na seji I.0. Dru3tva za vakuumsko tehniko
Slovenije - 3.2.8% je bil za leto3Znje leto
predlagan naslednji plan akeij:

- Izvedba tecaja "Osnove vakuumske tehnike™

- Zbiranje materiala za zbornik vaj k temu
tecaju

- Zbiranje in ureditev prispevkov za zbornik
predavanj za telaj "Tanke vakuumske plasti”

- Izvedba telaja "Tanke vakuumske plasti"

- Izdaja zbornika predavanj za ta tedaj

- Zbiranje in ureditev prispevkov za zbornik

predavanj za tecaj "Vzdrievanje vakuumskih

naprav"

Izvedba teéaja "vVzdrzevanje vakuumskih

naprav"

Tzdaja 3 Stevilk "Vakuumista"

Orgenizacija 4 strokovnih vederov z dia-

pozitivi

Priprava in podpis samoupravnih sporazumov

o sodelovanju med DVST in delovnimi organi-

zacijami

Pridobitev sobe za dru3tveno pisarno

Cpreml janje druStvenega udnega laboratori-

ja na IEVT

- Crganizacija strokovne ekskurzije

- Zbiranje gradiva za slovar vakuumskih iz-
razov (gesla in razlaga zanje) - to je dol-
gorona naloga

- Ureditev prevoda komentarjev k diapoziti-
vom IUVSTA

- Organizacija simpozija: "Vakuumske tanke
plasti - merilne metode in sodobni izvori"
s strokovnjaki firme Leybold-Heraeus

- Pomod pri organizaciji IX. Jjugoslovanskega
vakuumskega kongresa jeseni 83 v Zagrebu
in udeleZba z referati na njem

- VeS3Zice v Zarnici? lMorda pa je imel Arist

- Clanarina. Po sklepu I.C. drudtva znaZa &la-

narina za leto3nje leto enako kot lani 150.-

din. Prosimo vse, ki se &utite vakuum:

e,
da jo &im preje poravnate po priloZeni po-

loZnici na Ziro rafun drudtva: 1B 50l0-678-
-52240 ali pa kar osebno pri tov. Moniki

Jenko, dipl.ing. na IEVT=-ju.

- MIEL 83; 25. = 27.4.83 v Zagrebu
XI. jugoslovansko posvetovanj. o mikroelekt-
roniki, ki se pridne 25.4.8% ob 8°° na Pakul-
teti za elektrotehniko v Zagrebu, Unska 2,
nadaljuje tradicijo vsakoletnih posvetovanj
raziskovalcev in strokovnjakov iz industrije
za mikroelektroniko ter z indtitutov in fa-
kultet Jugoslavije.

Referati bodo zajemali mikroelektronsko teh-
nologijo vse od osnovnih in aplikativnih ra-
ziskav, razvoja in projektiranja, do prenosa
monolitnih in hibridnih integriranih vezij,
ter diskretnih komponent. Posvetovanje pa bo
razdeljeno v 3tiri osnovna tematska podrodja:
- monolitna integrirana vezja

- hibridna integriranes vezja

- polprevodniki in kazalniki

- elektronske komponente na bazi Gahs

Na leto3nji simpozij se

zvalo tudi ved tujih strokovmjakov.

le prav, da mries nastane i

zarnice so vendar diste, iz in polnje-

ne z duSikom?! Da se o izvoru sicer dekora-

tivne -a ne funkcionalne-veidice ne bi ukvar-

Jal sodelavec IEVI-ja sam, je pri3la slika v
Valuumista. Zasfitni znak na #arnici - znak

kvalitete!
N.V.



- Srbsko vakuumsko drustvo namerava letos or-—

ganizirati strokovni tedaj: Osnove vakuums-—
ke tehnike. Trajal bi 7 do lo dni. TeziZde
bi bilo na praktiénih vajah za vklop, pogon,
kontrolo in vzdrZevanje vakuumskih sistemov.
UdeleZenci bi poskuSali tudi predavanja iz
naslednjih podrodij:

-~ Fizikalne
- Vakuumske
- Vakuumski
- Vakuumski spoji

- Vakuumska higiena

Odkrivanje dotokov plina v sistemu

osnove vakuumske tehnike
Erpalke
merilniki

1

Predvidena kotizacija za tedaj je 5.000 din;
vanjo je vradunan tudi priro&nik:"Osnove va-
kuumske tehnike", katerega namerava drudtvo
v kratkem izdati. DrusStvo Ze zbira prijave,
hkrati pa prosi, da se oglase vsi, ki jih
stvar zanima (Zeprav se sedaj tedaja ne bi
udelezili), zaradi organiziranja bodo¥ih te-
¢ajev in morebitnih dopolnitev, oziroma spre-
membe vsebine. Naslov za pripombe in infor-
macije: dr. Branislava Perovié, Drudtvo za
vakuumsku tehniku Srbije, Kneza MiloZa 7/II,
1lool Beograd (p. fah 648).
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- AmeriSko vakuumsko drudtvo, ki izdaja znano

revijo: "The Journal of Vacuum Science and

Technology" (8 krat letno) je namesto omen-

Jene revije pricdelo z zaletkom leta 1983 iz-

dajati dve loéeni reviji:

- The Journal of Vacuum Science and Techno-
logy A: Vacuum, Surfaces and Films

- The Journal of Vacuum Science and Techno-
logy B: Microelectronics Processing and
Phenomena

Vsaka od revij bo iz8la 4 x letno in obdria-
la stari JVST format. Obe bosta tako kot doe
lej prinaSali porofila o raziskavah, kritid-
ni pregled izdelkov in tri vrste kratkih pri
spevkov: hitra sporééila, pisma bralcev in
oglase. Prva bo vsebinsko zajemala podroéja:
znanost o povr3inah, tanke plasti in tehno-
logijo fuzije, druga pa vakuumske procese,
procese v plazmi, mikrolitografijo, fiziko
in kemijo stidnih povrZin ter izredno pre-
cizne naprave, kar vse prihaja v poStev pri
proizvodnji polvodnikov in v mikroelektronik



VAKUUMIST - Glasilo Drudtva za vakuumsko tehniko 3lovenije, Teslova %o, 61111 Ljubljana,
telefon 263461, Ureja urednifki odbor: Andrej Pregelj, Ludvik Pipan, Monika Jenko, Peter
Pavli, Milan Tasevski, Bojan Povh, JoZe Gasperi¥, Rastislav Zavasnik, Borut Pralek.



	1983_1_1_100dpi
	1983_1_2_100dpi

